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Plan de I'expose

Diffraction a haute résolution

Modeles d’elargissement

Ecrouissage des cristaux de cuivre laminés

Mesures a haute resolution au Synchrotron (ID15-A)
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Diffraction a haute résolution au laboratoire
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Effet de la déformation : Elargissement & asymétrie
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Elargissement : analyse spectrale

Transformée de Fourrier
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Modélisation du profil de diffraction
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Modélisation du profil de diffraction
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Modeles d’élargissement de profils de diffraction

 Modele de Warren-Averbach

Profil symeétrique, distribution gaussienne de déformation

A(n)= A (nN)x A, (n) = II\I\In (cos(2r gane,)) =In(A(n))+27°g 2a2n2<gf>

* Modele de Krivoglaz-Ryaboshapka

Distribution aléatoire de dislocations, profil symétrique, taille de cristal R
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Modeles d’élargissement de profils de diffraction

 Modele de Wilkens

Profil symétrique, distribution aléatoire restreinte de dislocations
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Modeles d’élargissement de profils de diffraction

e Modele de Groma-Ungar-Wilkens

Distribution aléatoire de dislocations, profil symétrique, taille de cristal R
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Contraste et densité apparente

A chaque mesureg: |p, =pC,
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Asymétrie de profils

Contraintes internes a longue portée

® Aspects théoriques
® Polarisation des dislocations
e Moment non nul des dipdles

® Modeéle phénoménologique (Mughrabi) |

e Aspect composite
e Cisaillement homogeéne
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Décomposition expérimentale
Stable ? Unique ?
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Application aux multicristaux de cuivre

® Echantillons de cuivre
mono- et multicristallins
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Densité de dislocations

Pour chaque mesure g: contraste par systéme
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Effet de I’écrouissage sur la recristallisation
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Limite de I’'hypothese du contraste moyen

Anisotropie de distribution de dislocations Monocristal Mono - A
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e Profils mesurés sur SN
o Profils mesurés sur ST
® Profils mesurés sur SL
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Diffraction synchrotron a haute résolution (ID15-A)
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Diffraction synchrotron a haute résolution (ID15-A)
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Comparaison : transmission - réflexion
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Conservation d’ordre d’écrouissage
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Mesures en transmission: balayage intergranulaire
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Conclusions

Elargissement di aux dislocation: 103

Diffraction a haute résolution possible (monocristaux, faible )

Mesures a haute resolution (ID15-A): prb de bruit de fond

Ecrouissage plus élevé en transmission qu’en reflexion



